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@ Halbleiteranordnung und Verfahren zur Hersteilung 

@ Es werden Halbleiteranordnungen, insbesondere Dioden, 
vorgeschlagen, die eme p-Schicht (2) und zwei unterschied- 
lich stark dotierte n-Schichten (3, 4) aufweisen. Per pn- 
Obergang zwischen der p-Schicht (2) und der stark dotierten 
n-Schlcht (3) ist daboi derart im Chip (1) angeordnet, da& er 
vollstandig im Inneren des Chips liegt Der pn-Obergang 
zwischen der p-Schicht (2) und der n-Schicht (4) ist in den 
AuSenbereichen des Chips (1) gelegen. Durch diese Anord- 
nung wtrd erreicht dad auf der Au&enseite des Chips keine 
hohen FeldstSrken auftreten und gleichzeitig gut reprodu- 
zierbare Eigenschaften erzielt werden. Das vorgestellte 
Heretellungsverfahren kann auch auBerhalb eines Reinrau- 
mes verwendet werden (Rgur 3). 
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Beschreibung BeschreibungderAusfOhrungsbraspiele 

In der Fig. I ist ein Halbleiterelement, eine Diode, 
stand der Technik nach dem Stand der Technik dargesteUt Bei <Keser Di- • 

siaw ucr 5 ode ist ein Halbleiterchip 100 zwischen zwei metalh- 

TV^ Frfindmiff ireht aiis von einer Halbleiteranoid- schen Anschlflssen 105 angeordnet. Zwisdien den 
nm^^^G^^ Zlti^^Aii^r^^ 1 talKschen Anschlflssen 105 und dem Halbleiterchip 100 
SSSv^SSrHersteUungvonHalbteiteran- ist eine Metallisierung des Chips 100 bzw. eme L^t- 
Sn^^nrS3runabhtogigen>Urflchen7und9. '^»^^^»<>* ,f '^'^-SrS ^5 den 

Aus der DE41 30 247 sind Halbleiteranordnungen mit lo chanischen Kontsdct zwischwi dem Chips 100 und dra 
D^tWngen bekannt Bei diesen Halbleiteranord. metallischen Anschlflssen 105 sicheisteUt Der Oup 100 
nSnSnS S«x:hToi^rg^ zwischen stark do- weist eine p^chicht 101 und eine aiB zwei Teilschw^^^ 
STo^dsSk dotiertell^chfchten auch in der 102. 1(B aufgebaute n-Schic*t auf Von diesen bc.den 
SSf der SSShelngeoninet oder wenten nur mit Teilschichten bildet die "finger dod«rte TsJs^ht 
vendeichsweisehohemAufwandvermieden. 15 l(adenpn-ObergangnntdCTp-Schichtl01.Die Dotie- 

vergieicnsweibc nuucm p-Schidit 101 und der unteren n-Teilschicht 

VorteUederErfindung l03smdderarthochgcwahIt.daBeinohiiischerKontakt 

zu den MetalMerungen 104 imd somit aucb zu den 
Die erfindiingsgemaBe Halbldteranordnung mit den Anschlflssen 105 sichergesteDt ist Die poti«»ung der 
keSLSS^Merkmalen des unabhangigen An- » <>bej*nn-Teih«hichtl02istd««rtg^^ 
spruchslhatdemgegenuberdenVorteil.daBmitbeson- rei«Aendes Sperrverhalten ^er Di<^% J« 
ders einfachen Mitttto pn-ObergStage zwischen stark wird. Eme ryp^ Dotierung 'fl;,*eJj^»*?Sr !S 
dotierten Ber«ichen in d^ Innere des Siliziumchips ge- liegt in der GrOBenordnimg von 10" «™ 

tert imdea Es sind daher keine MaBnahmen zum Al^ ^'^«'«*»°^«^'?7«^'"'=V"^^^I'*>K^^^ 
XmMder an solchen pn-Obetgilngen auftretenden 25 von 10» cm-^ In seinem Randbereich wird der Mm- 
KFeMstarkenerford^lickDieVerfahrennachden umchip <WvonemerPas«vierung 113g«chu^^ 
^^togigen Ansprfichen 7 und 9 erlauben die Her- Passivierung 113 kami beispielsweise a^emem GIgot 
sSffidwartiger Halbleiteranordnungen mit beson- oder einem geeigneten Kunstetoff bestehen. Dieser 
SSJ^ri^SjstengflnstigenProzeBschritten. Schutz lurd. die Passivienmg f msb^ndere er- 

Durch^indenabhSgigenAnsprflchenaufgefflhr- 30 f<>^^^^,^'^J'^'''^P''-^J«^^^l^!lr^ 
ten MaBnahmen sind vor^dlhafte WeiterbikJmigen und nung^bfall und daher erne ^o&^^Fe^ke aufmtt 
^^^SSZ^en der in den unabhSngigen Ansprflchcn Aufgrund emer sotehenFeldstarke kann « dmm an 
aMc^nro^Halbleiteranordnnngen und Verfahren einem freiUegenden pn-Obergang zu unerwflnschten 
SSd^TSSu^ zweiten Schicht mit Partikelanhaufungen oder chem^«:hen Reaktion,^ nut 
SStdJd TriiXhttnk^ jede der einzetoen 35 Umweltmcdien fcommen. Die Feldstarke Bt euie Funk- 
Te^diten eine spezifische Funktfon Obemehmen. tion der DotierstoffkonzentratjoiL Dure^^ 
BdM^rechender K^erung der ersten Schicht und ringeKonzentration der T^etostacht 102 sind bei der hier 
5S ffi^Scte kSntosbcsondere eine beson- vorUegenden Diode de Feldsfirken relativ genng und 
deJs etofodie iSrtierung des Halbleiterelements eine Passivienmgdurch die Schicht 113 a weichend. 
voSenZmen w^S^Der Aufbau des Halbleiterele- « In der Rg. 2 wird ein weiteres Auduhrangsbeispiel 
rn^te^ besonders einfech. wemi sich die erste eines fOr eine Zenerdiode gezeigt Die Zenerdiode «t 
ScStTS S 1^ dritte Teilschicht jeweils fiber am.^^ p-Schicht 106. emer ^^o^^^ doti«rten n^^^^ 
den e^ten Ouerschnitt und die erste Teilschicht nur schicht 107. einer schwach do^frtep "-T^hKht 108 
flb^r ^Selbereirdes Halbleiterchips erstreckea und einer stark dotierten n-T«kchicht 109 aufgeteut 
S le^riatte A^biWung der Ober^ kann die « Die Dotierung der p^Wcht 106 und der n-T«ls^ch- 
Kakti^^g d^ Chips mit besonders einfachen Mit- ten 108 und 109 ^^<'°^Z\^,^A^^^ 
teto Sfolgen. Chips, die nur in ihrem Mittelberefch ehie bekannten Dotierung. d« p^Schicht 101 und der n-Tel^ 
SStfoSffiXeisen. lassen sich mit besonders ^phidftlW und _l«3.Dfe Dotierung <tern^ 
gmtic v^u^4 «^ ^ , ^ GroBenordnung von 10'* cm also zwi- 

't?Hem£i^^rfXennachdemAnspruch7er. «, XTder Dotierung der Jn-Teilschicht 108 und der 
laubf dte SS^g vS^?IalbleitervonSngen mit n-Teilsdudit lOft Der l^p^^'^T^^^'^^^ 
KidCTsefaifachen Mitteto auch aufierhalb eines Rein- der p-Schicht 106 und der normal dotwarten n-Teil- 
S^DieGrtKntomiendabcialternativdurch At- schicht 107 gebildet ^ie Verw«idung A«er 

^r^er^en eingebracht werdea Im Anspruch 9 »-Te51«:hiAt 107 Mt sich d«Durchb^ 
^rf^VerfahrenvorgesteUt.welcheseincgenaueDe- 55 Zenerdiode bewndens gut mrf repro^ 
SiTder Fiache des pn-Oberganges mit nur einem len. Problemtisch Bt bei diesem ^f^i^^^ 
luuuuii uci /J^~^^ .,4aiiht nun em pn-Obergang zwischen vergleichsweise sOikm' 

emzigen Behchtungsschntterlaubt nun em p der Oberfiachedes Siliziumchips 

Zeichnungen liegt Auf der Oberseite dieses Silizimnchips ist dahCT 

^ 50 eine Passivierung 112 aus Sdmumoxid vorgesehen, die 

AusfOhrungsbeispiele der Erfindung sind in den weiterhinunterhalbderAiiscliluBmeta^^^ 
ZdSS^^^tellt mid in der nachfolgenden Be- g~rdnetistDurehdiese Anorto^^ 
s^-bi^ naher erUlutert Es zeigen die Fig. 1 und 2 mung des zwischen der p-Schicht 106 und der n-Tel^ 
eine zweite Halbldteranoidnung nach schicht 107 gebildeten pn-Obergangs bewirkt. so daB 
dem sSS tSS Rg. 3 mid 4 ein erstes mid ein 65 die hohen Feldstarken dieses pn-Obergangs die Eigen- 
^^A^S^SSZ^ Erfindung und die schaften der Diode nicht bceintrachtigen kSnnen. Der 
Rg Has^SStc^ for eine HdWeiteran- AnschluB d«- Metal]feiening 110 und m an enupre- 
oSmSnachderFi^S. chendeAnschlOsseerfolgtmanalogerWeisewiebeider 
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IJ|g. 1, Siliziumchips 11. Die n-Teiischicht 13 ist nur im Mittel- 

Die bei der Diode nach der Fig. 2 erreichte Verbesse- bereich des Siliziumchips 1 1 ausgebildet, so daB der sich 

rung der Eigenschaften der Diode erfordert jedoch eine zwischen der p-Schicht 12 und n-Teilschicht 13 ausbil- 

VergroBerung des Aufwandes zur Herstellung dieser dende pn-Obergang ausschlieBlich im Imieren des Silizi- . 
Diode. Die Diode nach der Rg. I kann nanilich auch 5 umchips 1 1 befindet und an keiner Stelle in Kontakt mit 

auBerhalb eines Reinraumes hergestellt werden. da kei- der Oberflache ist Der pn-Obergang zwischen der 

neriei lithografieschritte erforderlich sind Demgegen- p-Schicht 12 und der n-Teilschicht 14 ist dagegen im 

ilber mOssen bei der Diode nadi der Fig. 2 mehrere Randbereich des Siliziumchips 11 angeordnet und be- 

Uthografieschritte unter Reinraumbedngungen durch- rOhrt die Oberfldche. Aufgrund der geringen Dotier- 
gefOhrt werden, um die notwendige Strukturierung der to stoffkonzentration ist jedoch dieser an der Oberflache 

p-Schicht 106, der Passivierungsschicht 1 12 und der Me- liegende pn-Obergang unproblematisch. 

tallisierung 1 10 zu gewihrleisten. Im Vergleicfa zur Diode nach der Fig. 2 lassen sidi die 

In der Fig. 3 wird ein erstes Ausfilhrungsbeispiel der Dioden nach den Fig. 3 und 4 nut weniger ProzeBschrit- 

Erfindung gezeigt Es handelt sich dabei um eine Zener- ten herstellen. Dabei kann insbesondere die Zahl der 

diode, die aus einer p-Schicht 2 imd einer aus mehreren 15 Prozefischritte, die im Reinraum ausgefuhrt werden 

Teiischichten 3, 4 und 5 bestehenden n-Schicht aufge- miissen, verringert werden. Auch wenn in den Fig. 3 und 

baut ist Die Dotierung der p-Schicht 2 entspricht dabei 4 jeweils Zenerdioden vorgestellt sind, l9Bt sich die er- 

der Dotierung der p-Schicht 106 aus Fig. 2 und die Do- findungsgemaBe Lehre auch auf andere Halbleiteran- 

tierung der n-Teilschichten 3, 4 und 5 entspricht der ordnungen, die einen pn-Obergang zwischen einer stark 

Dotierung der n-Teilschichten 107, 108 und 109 der 20 dotierten p- und einer stark dotierten n-Schicht mit ei- 

Flg. 2. Auf der Oberseite und der Unterseite des Silizi- ner nachgelagerten, schwacher dotierten n-Schicht 

umchips 1 ist jeweils eine Metallisierung 6 vorgesehen, Qbertragen. Ebenso sind Bauelemente moglich bei de- 

durch die die Diode kontaktiert werden kann. Die Ober- nen alle p- und n-Schichten miteinander vertauscht sind. 

seite des Siliziumdiips 1 weist in ihrem Mittelbereidi Zur Herstellung einer Diode nach der Fig. 4 wird zu- 

eine glatte Oberflache auf, wShrend der Randbereidi 25 n^chst von einem schwach n-dotierten Siliziumwafer 

eine £d>gesetzte Stufe 7 aufweist Die p-Schicht 2 be- ausgegangen, wobei die Dotierstofflconzentration der 

deckt die Oberseite des Siliziumchips 1 flberall mit in Dotierstctffkonzentration der spdteren n-Teilschicht 14 

etwa der gleichen Dicke, so daB die geometrische Struk- entspricht In einem weiteren ProzeBschritt, beispieis- 

tur der Oberflache des Chips 1 auch der Grenzflache der weise durch eine Oxidation, wird der Wafer mit einer 

p-Schicht 2 zu den n-Teilschichten 3 bzw. 4 entspricht 30 Maskierungsschicht, beispielsweise Siliziumoxid, be- 

Die p-Schicht 2 bildet jeweils einen pn-Obergang mit deckt Durch einen FotoprozeB werden Fenster m diese 

der n-Teilschicht 3 und der n-Teilschicht 4, Die n-Teil- Maskierschicht eingebracht Durch diese Fenster wer- 

schicht 3 ist dabei nur unterhalb des ebenen Mittelbe- den die geometrischen Abmessungen der n-Teilschicht 

reichs der Oberseite des Siliziumchips 1 ausgebildet Die 13 definiert, da durch diese Fenster ein Dotiermittel fiir 

n-Teilschichten 4 und 5 sind jeweils fiber den gesamten 35 eine n-Leitung, beispielsweise Phosphor, in den Wafer 

Querschnitt des Chips 1 ausgebildet Die stark dotierte eingebracht werden. Dies kann beispielsweise durch Im- 

n-Teilschicht 5 steht nur mit der schwach dotierten plantieren oder eme Dotierstoffolie erfolgen. Die Do- 

n-Teilschicht 4 in Kontakt Die schwach dotierte n-Teii- tierstoffe werden danach in einem Di^sionssciiritt in 

schlcht 4 steht im Randbereich mit der p-Schicht 2 und den Siliziumwafer eingetrieben und danach die Mas- 

im Inneren des Mittelbereichs des Chips 1 mit der 40 kierschicht entfemt In einem weiteren ProzeBschritt 

n-Teilschicht 3 in Kontakt Da die Dotierung der wird nun auf der Oberseite des Wafers ein Dotierstoff 

n-Schicht 3 groBer ist als die Dotierung der n-Schicht 4 fur eme p-Leitfahigkeit, beispielsweise Bor, und auf der 

werden die Sgenschaften der Diode jedoch ausschlieB- Rilckseite ein Dotierstoff ffir eine n-Leitfahigkeit, bei- 

iich vom pn-Obergang zwisdien der p-Schkdit 2 und der spielsweise Phosphor in den Siliziumwafer eingebracht 

n-Teilsdiicht 3 b^stimmt Durch die Ausbildung der 45 und eindiffundiert Dies kann besonders einfadi durch 

n-Teilschicht ausschlieBUcfa in dem Mittelbereich des Si- eine Foliendiffusion erfolgen, wobei auf der Oberseite 

Uziumchips 1 berOhrt der pn-Obergang zwisdien der eine Borfolie und auf der Unterseite eine Phosphorfolie 

p-Schicht 2 und der n-Teilsdiicfat 3 an keiner Stelle die verwendet wird Bei einer FoliendifFusion wird eine do- 

Oberflache des Siliziumchips 1. Es treten damit an kei- tierstofflialtige Folie auf den Siliziumwafer gelegt und 

ner Stelle der Oberflache des Siliziumchips 1 hohe Feld- 50 der Verbund von Folie und Siliziumwafer wird gemein- 

starken auf, die t>esondere MaBnahmen zur Abschir- sam erhit2:t Der Siliziumwafer weist nun eine Vielzahl 

mung erfordern wurden. Der pn-Obergang zwischen von Siliziumstrukturen mit den Schichten 12, 13, 14 und 

der p-Schicht 2 und der n-Teilschicht 4 ist aufgrund der 15 auf. Als Alternative kann die Teilschicht 15 auch mit 

geringen Dotierstoffkonzentration der n-Teilschicht 4 der Teilschicht 13 hergesteUt werden und anschlieBend 

unproblematisch, da er nur geringe Feldstarken erzeu- 55 die p-Schicht 12 durch Epitaxie aufgebracht werden. Die 

gen kann. OberflSchen des Wafers sind jedoch durch den Diff u- 

In der Fig. 4 wird ein weiteres Ausfilhrungsbeispiel sionsschritt noch mit einem Oxid bedeckt Nach dem 

der Erfindung gezeigt Es handelt sich dabei wiedenim Entfemen dieses Oxides wird ganz flSchig eine MetaUi- 

um eine Zenerdiode, die aus einer p-Schicht 12 und aus sienmg auf der Oberseite und Unterseite aufgebracht 

einer aus drei Teiischichten 13, 14 und 15 bestehenden 60 Durch Zerteilen des Siliziimiwafers, beispielsweise 

n-Schicht aufgebaut ist Die Dotierung der p-Schicht 12 durch Sagen oder Ritzen und Brechen, entsteht dann 

entspricht dabei der Dotierung der p-Schicht Z die Do- eme Vielzahl von Diodenstrukturen, wie sie in der Fig. 4 

tierung der n-Teilschichten 13 bis 15 entspricht der Do- gezeigt sind. Dieses Verfahren ist besonders kostengun- 

derung der n-Teilschichten 3 bis 5. Auf der Oberseite stig, da nur die fotolithograflsche Strukturierung der 

und Unterseite des Siliziumchips 11 ist eine Metallisie- es Maskierungsschicht im Reinraum erfolgen muB. Alle 

rung 16 aufgebracht die zum AnschluB der Diode dient anderen ProzeBschritte konnen audi auBerhalb eines 

Die p-Schidit 12 und die n-Teilsdiichten 14 und 15 er- Remraumes vorgenommen werdea Weiterhin ist die 

stredcen sich jeweils flber den gesamten Querschnitt des Foliendiflii»on ein besonders kostengunstiger Schritt, 
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insbesondere wenn in einem Siliziumwafer von beiden 
Seiten ausgehend jeweils unterschiedliche Dotiersto^e 
eingebracht werden. Da es sich bei der n-Teilschicht 13 
um eine relativ grofie Struktur handelt, kdnnen zudem 
besonders einfache und somit kostengOnstige Belich- 
tungstechniken verwendet werden. 

Die Herstellung der Dioden nacfa der Fig. 3 wird an- 
hand der Rg: 5 erlftutert Ausgangspunkt ist wieder ein 
schwach doderter n-Wafer, dessen Dotierstofflconzen- 
tradon der Doderstofflconzentradon der Teilschicht 4 
entspricht Diirch eine Foliendiffusion wird dann auf die 
Oberseite und auf die Unterseite n-Doderstoft bei- 
spielsweise Phosphor eingebradit und eindiffundiert 
Dies erfolgt wieder zweckmaBigerweise mit einer Fo- 
liendiffusion. Auf der Oberseite wird so eine Schicht 
gebildet, deren Dotierstoffkonzentradon der Teilschicht 
3 und auf der Unterseite eine Schicht gebildet, deren 
Dotierstoffkonzentradon der Teilschicht 5 entspricht 
Die Dotierstoffkonzentradon der Schichten wird dabei 
durch die Dotierstoffkonzentradon der Folien be- 
stimmt Auf der Oberseite werden dann GrUben 22 ein- 
gebracht, die auf den Zerteilungslinien 21 liegen, entlang 
derer der Siliziumwafer am Ende des Herstellungsver- 
fahrens in einzelne Siliziumchips zerteiit wird. Das Ein- 
bringen der GrUben 22 kann beispielsweise durch Sagen 
Oder Atzen erfolgen. Vor der weiteren Verarbeitung 
wird dann die Waferoberfl^che ges^ubert, um eventueU 
verbliebene Partikel von der Oberflache zu entfemea 
Nach dem Einbringen der Gi^ben 22 wird in die Ober- 
seite ein p-Dotierstoff beispielsweise Bor eingebracht 
Gleichzddg kann, sofem dies vorteilhaft erscheint» die 
Dotierstoffkonzentradon der unteren Scfaidit 5 erti6ht 
werden. Das Einbringen des p-Doderstoff es erfolgt wie- 
der durch Foliendiffusion. Bei diesem Diffuaonsschritt 
werden eventuelle Schfiden, die in der unmittelbaren 
N§he der Grflben 22 im Siliziumeinkristall vorhanden 
sein kdnnen ausgeheUt Die Grftben 22 sind dabei so tief 
ausgebildet, daS sie die n-Schicht 3 auf der Oberseite 
des Siliziumwafers vollst^dig durchdringen tmd so bis 
zur Schicht 4 reichen. Durdi die p-Diffusion wird die 
obere Schicht des Siliziumwafers in ein p-leitendes Ge- 
biet veHlndert Die Dicke dieser p-Schicht ist dabei 
Oberall auf der Oberflache, insbesondere auch in den 
Graben annahemd gleich. In der Fig. 5 wird nun ein 
Querschnitt durch einen Silisdumwafer nach diesem 
Proze&schritt gezeigt Wie zu erkennen ist, liegt nun 
zwischen zwei Graben 22 bzw. zwei Zerteilungslinien 
jeweils die Siliziumstruktur der Dioden nach der Fig. 3. 
Vor dem Zerteilen des Siliziumwafers 20 wird jedoch 
noch eine Metallisierung ganzfl£lchig auf der Oberseite 
und Unterseite aufgebracht AnschlieBend wird der Sili- 
ziumwafer in eine Vielzahl dnzehier Dioden nach der 
Fig. 3 zerteiit Besonders einfach erfolgt dieses Zertei- 
len durch Brechen entlang der Zerteilungslinien 21, da 
durch die GrSben 22 Sollbrucfastellen in den Siliziumwa- 
fer 20 eingebaut smd. Vortdlhaft ist am Brechen weiter- 
hin» daB eine Verschmutzung der Seitenflachen mit Me- 
tallpartikehi, wie sie beim SSgen ausgehend von der 
Meti^isierung auf der Seitenflache verteilt werden kdn- 
nen, ausgeschlossen ist Besonders vorteilhaft an diesem 
Verfahren ist, daB die ProzeBschritte alle auBerhalb ei* 
nes Reinraumes vorgenommen werden kdnnen. Es sind 
keinerlei lithographische Schritte erforderlich, um die 
Dioden nach der Fig. 3 herzusteUen. Weiterhin erfolgen 
alle ProzeBschritte mit der besonders kostengOnstigen 
Foliendiffusion. Die Kosten fur die einzelnen Dioden- 
elemente kdnnen somit gering gehalten werden. 

Durch cUe Dicke der schwach n-doderten Schidit 4 



bzw. 14 wird die FluBspannung, d h. der Widerstand der 
Diode bei leitend geschalteter Diode beeinfluBt Es kann 
daher wQnschenswert sein, diese Schicht relativ dunn 
auszubilden, um die FluBspannung zu verringem. Dazu , 

5 kdnnen Siliziumwafer verwendet werden, die bereits im 
Anf angsstadium eine sehr dicke, stark n-dotierte Schicht 
5, 15 aufweisen und nur eine relativ dOnne, schwach 
n-dotierte Schicht 4, 14 aufweisen. Die Herstellung sol- 
cher Siliziumwafer erfolgt beispielsweise durch die Ver- 

10 bindung eines stark und eines schwach dotierten Silizi- 
umwafers mittels eines Bondprozesses und mechani- 
scher Nachbearbeitung. Bin solcher Siliziumwafer kann 
dann auch zur Herstellung der Dioden nach den Fig. 3 
und 4 verwendet werden, wobei dann nur die Prozesse 

15 durchgefOhrt werden, die auf der Oberseite erforderlich 
sind. 
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1. Halbleiteranordnimg mit einem pn-Obergang, 
insbesondere eine Diode, die als Chip (1, 11) mit 
emem Randbereich ausgebildet ist, die aus einer 
ersten Schicht (2, 12) eines ersten Leitfahigkeitstyps 
und einer zweiten Schicht des entgegengesetzten 
Leitfahigkeitstyps aufgebaut ist, wobei die zweite 
Schicht aus mindestens zwei TeUschichten (3, 4, 13, 
14) besteht, dadnrdi gekennzeiclmet, daB die erste 
Teilschicht (3, 13) eine erste Dotierstoffkonzentra- 
tion aufweist, daB die zweite Teilschicht (4, 14) eine 
zweite Dotierstoffkonzentration aufweist, die ge- 
ringer als die erste ist, daB beide Teilsduchten (3, 4, 
13, 14) einen pn-Obergang mit der ersten Schicht (2, 

12) bilden, daB der pn-Obergang der ersten Schicht 
(2, 12) mit der ersten Teilschicht (3, 13) ausschlieB- 
lich un Inneren des Chips (1, 11) und der pn-Ober- 
gang zwischen der ersten Schicht (2, 12) und der 
zweiten Teilschicht (4, 14) im Randbereich des 
Chips (1, 11) ausgebildet ist 

2. Halbleiteranordnung nacfa Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine dritte Teilschicht (5, 15) 
vorgesehen ist, die mit der zweiten Teilschicht (4, 
14)verbundenist 

3. Halbleiteranordnimg nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzebhnet, daB eine Metallisierung (6, 16) vor- 
gesehen ist, die mit der ersten Schicht (2, 12) ver- 
bunden ist und eine Metallisierung (6, 16) vorgese- 
hen ist, die mit der dritten Teilschicht (5, 15) verbun- 
den ist, und daB die Konzentration der ersten 
Schidit (2, 12) und der dritten Teilschicht (5, 15) 
derart gewfihlt sind, daB ein ohmscher IContakt 
zwischen der ersten Schicht (2, 12) und der dritten 
Teilschicht (5. 15) und den jeweiligen Metallisie- 
rungen 16) sichergestellt ist 

4. Halbleiteranordnung nach Anspruch 2 oder An- 
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dafi sich die er- 
ste Sdiicht (2, 12) uber den gesamten Querschnitt 
des Halbleiterchips (1, 11) erstreckt und als oberste 
Schicht ausgebildet ist, dsiB unter der ersten Schicht 
(2, 12) die erste Teilschicht (3, 13) im Mittelbereich 
des Chips (1, 11) ausgebiklet ist, daB sich unter der 
ersten Schicht (2, 12) und der ersten Teilschicht (3^ 

13) die zweite Teilschicht (4, 14) uber den gesamten 
Querschnitt des Chips (1, 11) erstreckt, und daB sich 
unter der zweiten Teilschicht (4, 14) die dritte Teil- 
sducht (5, 15) Qber den gesamten Querschnitt des 
Chips (1, 11) erstreckt 

5. Halbleiteranordnung nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeidmet, dafi die Oberseite des Chips (11) 
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ah glatte Fliche ausgebOdet ist 

6. Halbleiteranordnung nach Anspruch 4, dadurch 
gekemizeichnet, daB die Oberseite des Chips (1) im 
Mittelbereich als glatte Fiaciic und im Randbereich 
als abgesetzte Stufe (7) ausgebildet ist 5 

7. Verfahren zur Hersteiiung von Haibleiteranord* 
nungen, insbesondere von Dioden, mit den Verfah- 
renssduitten: 

— Herstellen eines Wafers (20) mit einer obe- 
ren Teilsducht (3), einer darunter liegenden 10 
zweiten Teilsdiicht (4) und einer unten liegen- 
den Teilschicht (5), wobei alle Teilschichten (3, 

4, 5) den gleichen Leitungstyp aufweisea und 
die Dotierstofflconzentration der ersten Teil- 
schicht (3) grdBer ist als die Dotierstoffkon- 15 
zentration der zweiten Teilschicht (4), 

— Einbringen von Graben (22) in die Obersei- 
te des Wafers (20X die durch die erste Teil- 
schicht (3) hindurch bis in die zweite Teil- 
schicht (4) reidien, 20 

— Einbringen von Dotierstoffen in die Ober- 
seite des Wafers (^), die den Leitf ahigkeitstyp 
etner ersten Schicht (2) der ersten Teilschicht 
(3)vertQdeni, 

— Aufbringen einer Metallisierung (5) auf der 25 
Ober- und Unterseite des Wafers (20X 

— Zerteilen des Wafers in einzelne Chips ent- 
lang der eingebrachten Graben (22). 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Grtben (22) durch Sagen oder 30 
einen AtzprozeB eingebracht werdea 

9. Verfahren zur Hersteiiung von Halbleiteranord- 
nungen, insbesondere von Dioden, mit folgenden 
Verfahrensschritten: 

— Einbringen von Bereichen in die Oberflache 35 
eines Siliziumwafers, wobei die Bereicbe den 
gleichen Leitungstyp aber eine hohere Doder- 
stoffkonzentration wie der Siliziiunwafer auf- 
weisen. 

— Erzeugen einer Schicht entgegengesetzten 40 
Leitungstyps auf der Oberfiadie des Wafers, 
durch Abscheiden oder Doueren, 

— Erzeugen einer dritten Teilsdiicht auf der 
Unterseite des Wafers, wobei diese Teilschicht 
den ^eicfaen Ldtfahigkeitstyp wie der Wafer 45 
aufweist, wobei die Erzeugung dieser Schicht 
vor oder wflhrend dnes der beiden ersten Pro- 
zefischritte erfolgen kann, 

— Bedecken der Ober- und Unterseite des 
Wafers mit Metall, 50 

— und Zerteilen des Wafers m einzehie Chips, 
wobei die Zerteilungslinien zwischen die Be- 
reiche der gr6Beren Dotierstoffkonzentration 
gelegtwerden. 
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